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(54) 반도체 장치 제조용 접착 시트

요약

본 발명의 목적은 QFN 등 반도체 장치의 제조에 사용한 경우에, 와이어 본딩 불량, 몰드 플래시의 쌍방을 방지할 수 있으

며, 반도체 장치의 불량품화를 방지할 수 있는 반도체 장치 제조용 접착 시트를 제공함에 있다. 이 목적을 달성하기 위해

내열성 기재의 한쪽 면에 접착제층을 적층하고, 리드 프레임에 박리 가능하게 접착되는 반도체 장치 제조용 접착 시트로

서, 상기 접착제층이 열경화성 수지성분(a) 및 열가소성 수지성분(b)을 함유하며, 상기 (a)/(b)의 중량비가 0.3∼3임을 특

징으로 하는 반도체 장치 제조용 접착 시트를 제공한다.

대표도
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도 1

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 반도체 장치 제조용 접착 시트를 사용하여 QFN을 제조할 때에 사용하기에 바람직한 리드 프레임의 구조

를 도시한 개략 평면도이다.

도 2a 내지 도 2f는 본 발명의 반도체 장치 제조용 접착 시트를 사용하여 QFN을 제조하는 방법의 일례를 도시한 공정도이

다.

[부호의 설명]

20; 리드 프레임

21; 반도체 소자 탑재부

22; 리드

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 리드 프레임에 박리 가능하게 접착되고, QFN 등 반도체 장치(반도체 패키지)를 제조할 때에 사용하는 반도체

장치 제조용 접착 시트에 관한 것이다.

근년, 휴대형 PC, 휴대 전화 등 전자 기기의 소형화, 다기능화에 따라 전자 기기를 구성하는 전자 부품의 소형화, 고집적화

이외에, 전자 부품의 고밀도 실장 기술이 필요하게 되어 있다. 이와 같은 배경 하에, 종래의 QFP(Quad Flat Package)나

SOP(Small Outline Package) 등 주변 실장형의 반도체 장치 대신에, 고밀도 실장이 가능한 CSP(Chip Scale Package)

등 면 실장형의 반도체 장치가 주목되고 있다. 또한, CSP 중에서도, 특히 QFN(Quad Flat Non-leaded)은 종래의 반도체

장치의 제조 기술을 적용해 제조할 수 있기 때문에 바람직하고, 주로 100핀 이하의 소단자형의 반도체 장치로서 사용되고

있다.

종래, QFN의 제조 방법으로서 대략 하기 방법이 알려져 있다.

우선, 접착 시트 부착 공정에 있어서, 리드 프레임의 한쪽 면에 접착 시트를 점착하고, 이어서 다이어태치 공정에 있어서,

리드 프레임에 복수 개가 형성된 반도체 소자 탑재부(다이 패드부)에 IC칩 등 반도체 소자를 각각 탑재한다. 다음에, 와이

어 본딩 공정에 있어서, 리드 프레임의 각 반도체 소자 탑재부의 외주를 따라 설치된 복수 개의 리드와 반도체 소자를 본딩

와이어에 의해 전기적으로 접속한다. 다음에, 수지 봉지공정에 있어서, 리드 프레임에 탑재된 반도체 소자를 봉지 수지에

의해 봉지하고, 그 후 접착 시트 박리 공정에 있어서, 접착 시트를 리드 프레임에부터 박리함으로써 복수 개의 QFN이 배열

된 QFN 유닛을 형성할 수 있다. 마지막으로, 다이싱 공정에 있어서, 이 QFN 유닛을 각 QFN의 외주를 따라 다이싱함으로

써 복수 개의 QFN을 동시에 제조할 수 있다.

이상에서 대략 설명한 QFN의 제조 방법에 있어서, 리드 프레임에 부착하는 종래의 접착 시트로서는 내열성 필름을 기재로

서, 이 기재의 한쪽 면에 실리콘계 점착제를 사용하여 형성된 접착제층을 구비하는 것이 널리 사용되고 있다.

그렇지만, 상기 구성의 종래의 접착 시트를 사용한 경우, 와이어 본딩 공정에 있어서 본딩 와이어와 리드 간의 접속 불량이

발생하는 일이 있었다. 이하, 본딩 와이어와 리드의 접속 불량을 "와이어 본딩 불량"이라고 한다. 또한, 수지 봉지 공정에

있어서, 접착 시트의 접착력이 저하하고 리드 프레임과 접착 시트가 부분적으로 박리되며, 그 결과 리드 프레임과 접착 시
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트 사이에 봉지 수지가 유입하여 리드의 외부 접속용 부분(리드의 접착 시트를 부착한 쪽의 면)에 봉지 수지가 부착하는,

소위 "몰드 플래시"가 발생하는 일이 있었다. 그리고, 이와 같이 몰드 플래시가 발생한 경우에는 리드의 외부 접속용 부분

에 봉지 수지가 부착하기 때문에, 제조된 반도체 장치를 배선 기판 등에 실장할 때에 접속 불량이 발생할 우려가 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그래서, 본 발명은 상기 사정을 감안하여 이루어진 것으로서, QFN 등 반도체 장치의 제조에 사용한 경우에, 와이어 본딩

불량, 몰드 플래시의 쌍방을 방지할 수 있으며, 반도체 장치의 불량품화를 방지할 수 있는 반도체 장치 제조용 접착 시트를

제공하는 것을 목적으로 한다.

발명의 구성 및 작용

본 발명은 상기 목적을 달성하기 위해, 내열성 기재의 한쪽 면에 접착제층을 적층하고, 리드 프레임에 박리 가능하게 점착

되는 반도체 장치 제조용 접착 시트로서, 상기 접착제층이 열경화성 수지성분(a) 및 열가소성 수지성분(b)을 함유하며, 상

기 (a)/(b)의 중량비가 0.3∼3임을 특징으로 하는 반도체 장치 제조용 접착 시트를 제공한다.

상기 반도체 장치 제조용 접착 시트에 있어서는, 접착제층이 고온에 노출되어도 적절한 탄성 특성과 높은 접착력을 가질

수 있기 때문에, 본 발명의 접착 시트를 이용해서 QFN 등 반도체 장치를 제조함으로써 와이어 본딩 불량, 몰드 플래시 및

접착제 잔류물을 방지할 수 있으며, 반도체 장치의 불량품화를 방지할 수 있다.

상기 반도체 장치 제조용 접착 시트에 있어서, 상기 내열성 기재는 내열성 필름으로서 당해 내열성 필름의 유리 전이 온도

가 150℃ 이상이고, 또한 열팽창 계수가 5∼50ppm/℃인 것이 바람직하다.

상기 반도체 장치 제조용 접착 시트에 있어서, 상기 내열성 기재는 금속박으로서 당해 금속박의 열팽창 계수가

5∼50ppm/℃인 것이 바람직하다.

상기 반도체 장치 제조용 접착 시트에 있어서, 상기 금속박이 조화(粗化)면을 가지는 전해 금속박이고, 또한 조화면 쪽에

접착제층을 마련하는 것이 바람직하다.

상기 반도체 장치 제조용 접착 시트에 있어서, 상기 열경화성 수지성분(a) 이 에폭시 수지 및 페놀 수지 중 적어도 1종인 것

이 바람직하다.

상기 반도체 장치 제조용 접착 시트에 있어서, 상기 열가소성 수지성분(b) 이 아미드 결합을 가지는 고분자체인 것이 바람

직하다.

상기 반도체 장치 제조용 접착 시트에 있어서, 상기 열가소성 수지성분(b) 이 부타디엔함유 수지인 것이 바람직하다.

상기 반도체 장치 제조용 접착 시트에 있어서, 상기 열가소성 수지성분(b)의 중량 평균 분자량이 2,000∼1,000,000인 것

이 바람직하다.

상기 반도체 장치 제조용 접착 시트에 있어서, 상기 접착제층의 경화 후에서의 저장 탄성률이 150∼250℃에 있어서

5MPa 이상인 것이 바람직하다.

상기 반도체 장치 제조용 접착 시트에 있어서, 상기 접착제층 상에 보호 필름을 마련하는 것이 바람직하다.

이하, 본 발명의 반도체 장치 제조용 접착 시트에 대해서 상세히 설명한다.

본 발명의 접착 시트는 내열성 기재의 한쪽 면에, 열경화성 수지성분(a) 및 열가소성 수지성분(b)을 함유하는 접착제층을

적층하여 구성된 것이다.

상기 내열성 기재로서는, 내열성 필름이나 금속박 등을 들 수 있다.

본 발명의 접착 시트를 사용하여 QFN 등 반도체 장치를 제조할 때에, 접착 시트는 다이어태치 공정, 와이어 본딩 공정, 수

지 봉지공정에 있어서, l50∼250℃의 고온에 노출되지만, 내열성 기재로서 내열성 필름을 사용하는 경우, 당해 내열성 필
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름의 열팽창 계수는 유리 전이 온도(Tg) 이상이 되면 급격하게 증가하고, 금속제의 리드 프레임과의 열팽창 차가 커지기

때문에, 실온에 되돌린 때에 내열성 필름과 리드 프레임에 휨이 발생할 우려가 있다. 그리고, 이와 같이 내열성 필름과 리

드 프레임에 휨이 발생한 경우에는 수지 봉지공정에 있어서, 금형의 위치 결정 핀에 리드 프레임을 장착할 수 없어서 위치

이탈 불량을 일으킬 우려가 있다.

따라서, 내열성 기재로서 내열성 필름을 사용하는 경우는, 유리 전이 온도가 150℃ 이상의 내열성 필름인 것이 바람직하

고, 또한 180℃ 이상인 것이 보다 바람직하다. 또한, 내열성 필름의 150∼250℃에서의 열팽창 계수가 5∼50ppm/℃인 것

이 바람직하고, 또한 10∼30ppm/℃인 것이 보다 바람직하다. 이와 같은 특성을 가지는 내열성 필름으로서는, 폴리이미드,

폴리아미드, 폴리에테르 설폰, 폴리페닐렌 설파이드, 폴리에테르 케톤, 폴리에테르 에테르케톤, 트리아세틸 셀룰로스, 폴

리에테르 이미드 등으로 이루어지는 필름을 예시할 수 있다.

또한, 내열성 기재로서 금속박을 사용할 경우에 있어서도, 상기 내열성 필름과 같은 이유에서, 금속박의 150∼250℃에서

의 열팽창 계수가 5∼50ppm/℃인 것이 바람직하고, 또한 10∼30ppm/℃인 것이 보다 바람직하다. 금속박으로서는 금, 은,

구리, 백금, 알루미늄, 마그네슘, 티탄, 크롬, 망간, 철, 코발트, 니켈, 아연, 팔라듐, 카드뮴, 인듐, 주석, 납으로 이루어지는

박이나 이러한 금속을 주성분으로 한 합금박 혹은 이들의 도금박을 예시할 수 있다.

또한, 본 발명의 접착 시트를 사용하여 반도체 장치를 제조할 때에, 접착 시트 박리 공정에서의 접착제 잔류물을 방지하기

위해서는 내열성 기재와 접착제층의 접착 강도(Sa)와, 봉지 수지 및 리드 프레임과 접착제층의 접착 강도(Sb)의 비율(접착

강도비)(Sa/Sb)이 1.5 이상인 것이 바람직하다. Sa/Sb가 1.5 미만의 경우에서는, 접착 시트 박리 공정에 있어서 접착제 잔

류물이 발생하기 쉽기 때문에 바람직하지 않다. 그리고, 접착 강도비(Sa/Sb)를 1.5 이상으로 하기 위해서는 내열성 필름의

경우에는, 접착제층을 형성하기 전에 내열성 필름의 접착제층을 형성하는 측의 표면에 코로나 처리, 플라즈마 처리, 프라

이머 처리 등 내열성 필름과 접착제층의 접착 강도(Sa)를 높일 만한 처리를 사전에 수행해 두는 것이 바람직하다. 또한, 금

속박의 경우에는 그 제법에서 압연 금속박과 전해 금속박으로 분류되지만, 접착 강도비(Sa/Sb)를 1.5 이상으로 하기 위해

서 전해 금속박을 사용함과 동시에 조면화(粗面化)된 쪽의 면에 접착제층을 마련하여 조정하는 것이 바람직하다. 또한, 전

해 금속박 중에서도, 특히 전해 동박을 사용하는 것이 특히 바람직하다.

상기 접착제층은 열경화성 수지성분(a) 및 열가소성 수지성분(b)을 함유한다. 이 경우, 열경화성 수지성분(a)과 열가소성

수지성분(b)의 중량비((a)/(b))는 0.3∼3이어야 하다. 또한, (a)/(b)는 0.7∼2.3이 바람직하다. 0.3 미만의 경우에는 접착

제층의 저장 탄성률이 현저하게 낮아져서 와이어 본딩 공정에 있어서 본딩 와이어와 리드 사이에 접속 불량이 발생한다.

한편, 3보다 큰 경우에는 가요성이 저하하기 때문에, 수지 봉지공정에 있어서, 접착 시트의 접착력이 저하되며, 리드 프레

임과 접착 시트가 부분적으로 박리하여 몰드 플래시가 발생하고, 또한 접착제 잔존이 발생한다.

반도체 패키지를 제조하기 위한 수지 봉지공정에 있어서는, 150∼200℃로 가열하면서 5∼10GPa의 압력을 걸어서 반도

체 소자를 봉지 수지에 의해 봉지하지만, 접착 시트의 접착제층이 고온에 노출되는 결과, 접착제층의 접착력(접착제층과

리드 프레임의 접착 강도)이 저하되기 때문에, 봉지 수지의 압력에 의해 접착제층이 리드 프레임으로부터 부분적으로 박리

하여 몰드 플래시가 발생할 경우가 있지만, 상기 열경화성 수지성분(a) 및 열가소성 수지성분(b)을 함유하는 접착제층을

사용한 본 발명의 접착 시트에서는 접착제층의 접착력이 저하하지 않기 때문에 상기 문제는 생기지 않는다.

상기 열경화성 수지성분(a)으로서는, 요소 수지, 멜라민 수지, 벤조구아나민 수지, 아세트구아나민 수지, 페놀 수지, 레조

르시놀 수지, 키실렌 수지, 퓨란 수지, 불포화 폴리에스터 수지, 디아릴프탈레이트 수지, 이소시아나트 수지, 에폭시 수지,

말레이미드 수지, 나디이미드 수지 등을 예시할 수 있다. 그리고, 이들 수지는 단독으로 사용해도 되고, 2종 이상을 병용해

도 된다. 이 중에서도, 특히 에폭시 수지와 페놀 수지 중 적어도 1종을 함유함으로써 와이어 본딩 공정에서의 처리 온도 하

에서 고탄성률을 가짐과 동시에 수지 봉지공정에서의 처리 온도 하에서 리드 프레임과의 접착 강도가 높은 접착제층이 얻

어지기 때문에 바람직하다.

또한, 열가소성 수지성분(b)으로서는, 아크릴로니트릴-부타디엔 공중합체(NBR), 아크릴로니트릴-부타디엔―스티렌 수지

(ABS), 스티렌-부타디엔-에틸렌 수지(SEBS), 스티렌-부타디엔-스티렌 수지(SBS), 폴리아크릴로니트릴, 폴리비닐부틸

랄, 폴리아미드, 폴리아미드이미드, 폴리이미드, 폴리에스터, 폴리우레탄, 폴리디메틸시록산 등 을 들 수 있지만, 그 중에

서도, 특히 아미드 결합을 가지는 고분자체인 폴리아미드나 폴리아미드이미드 등이 내열성 및 접착성에 뛰어나기 때문에

바람직하다. 그리고, 이들 수지는 단독으로 사용해도 되고, 2종 이상을 병용해도 된다.

또한, 상기열가소성 수지성분(b) 중에서도, 특히 부타디엔함유 수지가 바람직하다. 이 부타디엔함유 수지는 모노머 유닛으

로서 부타디엔을 함유하여 탄성을 가지는 수지이다. 부타디엔함유 수지(b) 중 부타디엔의 함유량은 10중량% 이상인 것이

접착제층에 고탄성을 주며, 응집력을 높임으로써 접착 시트 박리 공정에 있어서 접착제 잔류물을 방지할 수 있기 때문에
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바람직하다. 부타디엔함유 수지(b)로서는, 아크릴로니트릴-부타디엔 공중합체 수지(NBR수지), 스티렌-부타디엔-에틸렌

공중합체 수지(SEBS수지), 스티렌-부타디엔-스티렌 공중합체 수지(SBS수지), 폴리부타디엔 등을 들 수 있다. 그리고, 이

들 수지는 단독으로 사용해도 되고, 2종 이상을 병용해도 된다. 또한, 부타디엔함유 수지(b)는 상기 열경화성 수지(a)와 반

응시켜 접착력을 향상시키기 위해서 아미노기, 이소시아네이트기, 글리시딜기, 카르복실기(무수물을 포함함), 실라놀기,

수산기, 비닐기, 메티롤기, 메르캅토기 중 적어도 1종 이상을 함유하는 것이 바람직하다. 부타디엔함유 수지(b)로서는, 특

히 아크릴로니트릴-부타디엔 공중합체 수지, 아크릴로니트릴-부타디엔-메타크릴산 공중합체 수지, 에폭시화 스티렌-부

타디엔-스티렌 공중합체, 에폭시화 폴리부타디엔으로부터 선택된 적어도 1종이 내열성 및 접착성이 뛰어나기 때문에 바

람직하다.

또한, 열가소성 수지성분(b)의 중량 평균 분자량이 2,000∼1,000,000, 바람직하게는 5,000∼800,000, 더 바람직하게는

10,000∼500,000인 경우에는 접착제층의 응집력을 높일 수 있으며, 접착 시트 박리 공정에서의 접착제 잔류물을 방지할

수 있기 때문에 바람직하다.

또한, 접착제층의 열팽창 계수, 열전도율, 표면 택(tack), 접착성 등을 조정하기 위해서 접착제층에 무기 또는 유기 필러를

첨가하는 것이 바람직하다. 여기서, 무기 필러로서는, 분쇄형 실리카, 용융형 실리카, 알루미나, 산화 티탄, 산화 베릴륨, 산

화 마그네슘, 탄산 칼슘, 질화 티탄, 질화 규소, 질화 붕소, 붕화 티탄, 붕화 텅스텐, 탄화 규소, 탄화 티탄, 탄화 지르코늄,

탄화 몰리브덴, 마이카, 산화 아연, 카본 블랙, 수산화 알루미늄, 수산화 칼슘, 수산화 마그네슘, 3산화 안티몬 등으로 이루

어지는 필러 또는 이들 표면에 트리메틸실록실기 등을 도입한 것 등을 예시할 수 있다. 또한, 유기 필러로서는, 폴리이미

드, 폴리아미드이미드, 폴리에테르에테르 케톤, 폴리에테르 이미드, 폴리에스터 이미드, 나일론, 실리콘 수지 등으로 이루

어지는 필러를 예시할 수 있다.

내열성 기재의 한쪽 면에 접착제층을 형성하는 방법으로서는, 내열성 기재 상에 직접 접착제를 도포하여 건조시키는 캐스

팅법이나 접착제를 이형성(離型性) 필름 상에 일단 도포하여 건조시킨 후, 내열성 기재 상에 전사시키는 라이네이트법 등

이 바람직하다. 그리고, 열경화성 수지성분(a), 열가소성 수지성분(b) 모두 유기 용제, 예컨대 톨루엔, 키시렌, 크롤벤젠 등

의 방향족계, 아세톤, 메틸에틸케톤, 메틸 이소부틸케톤 등 케톤계, 디메틸 포름아미드, 디메틸아세트아미드, N-메틸피롤

리돈 등 비프로톤계 극성용제, 테트라히드로퓨란 등을 단독으로 혹은 2종 이상을 혼합하여 사용할 수 있다. 그리고, 유기

용제를 사용할 경우에는, 유기 용제 1OO중량%에 대해 상기 열경화성 수지성분(a)과 열가소성 수지성분(b)의 혼합물을 1

중량% 이상, 바람직하게는 5중량% 이상 용해하여 접착제 도포액으로서 사용하는 것이 바람직하다.

본 발명에 있어서는 접착 시트의 접착제층 상에 박리 가능한 보호 필름을 점착하여 반도체 장치 제조 직전에 보호 필름을

박리하는 구성으로 해도 좋다. 이 경우에는, 접착 시트가 제조되고 나서 사용되기까지 접착제층이 손상되는 것을 방지할

수 있다. 보호 필름으로서는 이형성을 가지는 것이면 어떠한 필름을 사용해도 되지만, 예컨대 폴리에스터, 폴리에틸렌, 폴

리프로필렌, 폴리에틸렌 테레프탈레이트 등 필름이나 이들 필름의 표면을 실리콘 수지 또는 불소 화합물로 이형 처리한 필

름 등을 예시할 수 있다.

또한, 상기 접착제층의 150∼250℃에서의 경화 후의 저장 탄성률은 5MPa 이상, 보다 바람직하게는 10MPa 이상, 또한

50MPa 이상인 것이 바람직하다. 그리고, 여기서 말하는 경화 후란, 다이어태치 공정에 있어서 가열 처리된 상태에서의 접

착제층을 지칭한다. 저장 탄성률의 측정 조건 등에 대해서는 실시예에서 설명한다. 반도체 패키지를 제조하기 위한 와이어

본딩 공정에 있어서는, 본딩 와이어를 사용해서 반도체 소자와 리드 프레임을 접속하면서 당해 본딩 와이어의 양단을

150∼250℃로 가열해 60∼120kHz의 초음파로 융착한다. 그 때, 리드 프레임 바로 밑에 위치하는 접착 시트의 접착제층

은 상기 가열에 의한 고온에 노출되어 저탄성화되어 초음파를 흡수하기 쉽게 되고, 그 결과 리드 프레임이 진동하여 와이

어 본딩 불량이 발생하기 쉽지만, 상기 저장 탄성률을 가지는 접착제층의 본 발명 접착 시트의 경우는 이와 같은 문제가 발

생하기 어려워진다.

또한, 150∼200℃에서의 접착제층과 리드 프레임의 접착 강도를 1Og/㎝ 이상으로 함으로써, 몰드 플래시를 방지할 수 있

기 때문에 바람직하다.

(반도체 장치의 제조 방법)

다음에, 도 1, 도 2a 내지 도 2f에 근거하여 상술한 본 발명의 접착 시트를 사용해서 반도체 장치를 제조하는 방법의 일례

에 대해서 간단히 설명한다. 이하, 반도체 장치로서 QFN을 제조하는 경우를 예로서 설명한다. 그리고, 도 1은 리드 프레임

을 반도체 소자를 탑재하는 쪽에서 보았을 때의 개략 평면도이고, 도 2a 내지 도 2f는 도 1에 도시된 리드 프레임에서 QFN

을 제조하는 방법을 나타내는 공정도이며, 리드 프레임을 도 1의 A-A' 선을 따라서 절단했을 때의 확대 개략 단면도이다.
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우선, 도 1에 도시된 개략 구성 리드 프레임(20)을 준비한다. 리드 프레임(20)은 IC칩 등 반도체 소자를 탑재하는 섬 형상

의 복수 개의 반도체 소자 탑재부(다이 버드부)(21)를 구비하고, 각 반도체 소자 탑재부(21)의 외주를 따라서 다수의 리드

(22)가 설치된 것이다. 다음에, 도 2a에 도시되는 바와 같이, 접착 시트 부착공정에 있어서, 리드 프레임(20)의 한쪽 면 위

에 본 발명의 접착 시트(10)를 접착제층(미도시) 쪽이 리드 프레임(20) 쪽이 되도록 부착한다. 그리고, 접착 시트(10)를 리

드 프레임(20)에 부착하는 방법으로서는, 라이네이트법 등이 바람직하다. 다음에, 도 2b에 도시되는 바와 같이, 다이어태

치 공정에 있어서, 리드 프레임(20)의 반도체 소자 탑재부(21)에 접착 시트(10)가 부착되어 있지 않은 쪽에서 IC칩 등 반도

체 소자(30)를 다이어태치제(미도시)를 사용하여 탑재한다.

다음에, 도 2c에 도시되는 바와 같이, 와이어 본딩 공정에 있어서 반도체 소자(30)와 리드 프레임(20)의 리드(22)를 금와

이어 등 본딩 와이어(31)를 통해서 전기적으로 접속한다. 다음에, 도 2d에 도시되는 바와 같이, 수지 봉지공정에 있어서 도

2c에 도시된 제조 도중의 반도체 장치를 금형 안으로 재치하고, 봉지 수지(몰드제)를 사용해 트랜서퍼 몰드(금형 성형)함

으로써 반도체 소자(30)를 봉지 수지(40)에 의해 봉지한다.

다음에, 도 2e에 도시되는 바와 같이, 접착 시트 박리 공정에 있어서 접착 시트(10)를 봉지 수지(40) 및 리드 프레임(20)으

로부터 박리함으로써 복수 QFN(50)이 배열된 QFN 유닛(60)을 형성할 수 있다. 마지막으로, 도 2f에 도시되는 바와 같이,

다이싱 공정에 있어서 QFN 유닛(60)을 각 QFN(50)의 외주를 따라서 다이싱함으로써 복수의 QFN(50)을 제조할 수 있다.

이와 같이 접착 시트(10)를 사용하여 QFN 등 반도체 장치를 제조함으로써 와이어 본딩 불량, 몰드 플래시, 접착제 잔류물

을 방지할 수 있으며, 반도체 장치의 불량품화를 방지할 수 있다.

다음에, 본 발명에 관련된 실시예 및 비교예에 대해서 설명한다.

각 실시예, 비교예에 있어서 접착제를 조제하여 접착 시트를 제작하고, 얻어진 접착제나 접착 시트의 평가를 수행했다.

실시예 1

하기 조성 및 배합비로 혼합하여 접착제 용액을 제작했다.

다음에, 내열성 기재로서 폴리이미드 수지 필름(토레·듀퐁사제 상품명:캅톤100 EN, 두께25㎛, 유리 전이 온도 300℃ 이

상, 열팽창 계수16ppm/℃)을 사용하고, 그 위에 건조 후의 두께가 6㎛이 되도록 상기 접착제 용액을 도포한 후, 100℃에 5

분간 건조시켜 접착제층을 가지는 본 발명의 접착 시트를 얻었다. 그리고, 열경화성 수지성분(a)/열가소성 수지성분(b)의

중량비는 1.475이다.

[열경화성 수지성분(a)]

ㆍ 에폭시 수지(유화쉘 에폭시사제 상품명: 에피코트828, 에폭시 당량 190) 30중량부

ㆍ 페놀 수지(쇼화고분자사제 상품명: CKM-2400) 29중량부

[열가소성 수지성분(b)]

다이머산 폴리아미드(중량 평균 분자량 12,000) 40중량부

[기타]

ㆍ 경화 촉진제(시코쿠화성사제 2-에틸4-메틸이미다졸) 1중량부

실시예 2

하기 조성 및 배합비로 혼합하여 접착제 용액을 제작했다.

다음에, 접착제 용액을 상기 접착제 용액으로 변경한 것 이외는 실시예 1과 똑같게 하여 본 발명 접착 시트를 얻었다. 그리

고, 열경화성 수지성분(a)/열가소성 수지성분(b)의 중량비는 1.5이다.
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[열경화성 수지성분(a)]

ㆍ 페놀 수지 60중량부

[열가소성 수지성분(b)]

ㆍ 다이머산 폴리아미드(중량 평균 분자량 12,000) 40중량부

실시예 3

하기 조성 및 배합비로 혼합하여 접착제 용액을 제작했다.

다음에, 접착제 용액을 상기 접착제 용액으로 변경한 것 이외는 실시예 1과 똑같게 하여 본 발명의 접착 시트를 얻었다. 그

리고, 열경화성 수지성분(a)/열가소성 수지성분(b)의 중량비는 1.425이다.

[열경화성 수지성분(a)]

ㆍ 말레이미드 수지(케이아이화성사제 상품명: BMⅠ-80) 57중량부

[열가소성 수지성분(b)]

ㆍ 다이머산 폴리아미드(중량 평균 분자량 12,000) 40중량부

[기타]

ㆍ 유기 과산화물(일본유지사제 상품명: 퍼부틸P) 3중량부

실시예 4

하기 조성 및 배합비로 혼합하여 접착제 용액을 제작했다.

다음에, 내열성 기재로서 3/4온스의 동박(미쓰이금속광업사제 상품명: 3EC- VLP, 두께 25㎛)을 사용하고, 그 조화면 위

에 건조 후의 두께가 8㎛이 되도록 상기 접착제 용액을 도포하며, 100℃에서 5분간 건조시켜 접착제층을 가지는 본 발명

의 접착 시트를 얻었다. 그리고, 열경화성 수지성분(a)/열가소성 수지성분(b)의 중량비는 1.475이다.

[열경화성 수지성분(a)]

ㆍ 에폭시 수지(유화쉘에폭시사제 상품명: YX-4000H, 에폭시 당량 190) 30중량부

ㆍ 페놀 수지(쇼와고분자사제 상품명: CKM-2400) 29중량부

[열가소성 수지성분(b)]

ㆍ 다이머산 폴리아미드(중량 평균 분자량 12,000) 40중량부

[기타]

ㆍ 경화 촉진제(시코쿠화성사제 2-에틸4-메틸이미다졸) 1중량부

비교예 1

하기 조성 및 배합비로 혼합하여 접착제 용액을 제작했다.
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다음에, 접착제 용액을 상기 접착제 용액으로 변경한 것 이외는 실시예 1과 똑같게 하여 비교용의 접착 시트를 얻었다. 그

리고, 열경화성 수지성분(a)/열가소성 수지성분(b)의 중량비는 3.9이다.

[열경화성 수지성분(a)]

ㆍ 에폭시 수지(유화쉘에폭시사제 상품명: YX- 4000H, 에폭시 당량 190) 39중량부

ㆍ 페놀 수지(쇼와고분자사제 상품명: CKM- 2400) 39중량부

[열가소성 수지성분(b)]

ㆍ 다이머산 폴리아미드(중량 평균 분자량 12,000) 20중량부

[기타]

ㆍ 경화 촉진제(시코쿠화성사제 2-에틸4-메틸이미다졸) 2중량부

비교예 2

하기 조성 및 배합비로 혼합하여 접착제 용액을 제작했다.

다음에, 접착제 용액을 상기 접착제 용액으로 변경한 것 이외는 실시예 1과 똑같게 하여 비교용의 접착 시트를 얻었다. 그

리고, 열경화성 수지성분(a)/열가소성 수지성분(b)의 중량비는 0.238이다.

[열경화성 수지성분(a)]

ㆍ 에폭시 수지(유화쉘에폭시사제 상품명: YX- 4000H, 에폭시 당량 190) 10중량부

ㆍ 페놀 수지(쇼와고분자사제 상품명: CKM- 2400) 9중량부

[열가소성 수지성분(b)]

ㆍ 다이머산 폴리아미드(중량 평균 분자량 12,000) 80중량부

[기타]

ㆍ 경화 촉진제(시코쿠화성사제 2-에틸4-메틸이미다졸) 1중량부

비교예 3

내열성 기재로서, 폴리이미드 수지 필름(동레·듀퐁사제 상품명: 캅톤100 EN, 두께 25㎛, 유리 전이 온도 300℃ 이상, 열팽

창 계수 16ppm/℃)을 사용하고, 그 위에 건조 후의 두께가 6㎛이 되도록 아크릴로니트릴-부타디엔 공중합체로 이루어지

는 열가소성 수지성분(b)만을 도포한 후, 100℃에서 5분간 건조시켜 접착제층을 가지는 비교용의 접착 시트를 얻었다.

비교예 4

폴리알킬아알킬시록산(GE도시바 실리콘사제 상품명: TSR-1512, 중량 평균 분자량 500,000, 고형분 농도 60%)과 폴리

알킬수소 시록산(GE도시바 실리콘사제 상품명: CR-5l, 중량 평균 분자량 1300)을 중량비 100:1로 혼합하여 열가소성 수

지성분(b)만으로 이루어지는 실리콘계 접착제 용액을 제작했다.

다음에, 내열성 기재로서 폴리이미드 수지 필름(동레·듀퐁사제 상품명: 캅톤100 EN, 두께 25㎛, 유리 전이 온도 300℃ 이

상, 열팽창 계수 16ppm/℃)을 사용하고, 그 위에 건조 후의 두께가 6㎛이 되도록 상기 접착제 용액을 도포한 후, 160 ℃에

서 15분간 건조시켜 접착제층을 가지는 비교용의 접착 시트를 얻었다.
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실시예 5

하기의 조성 및 배합비로 테트라히드로퓨란에 혼합하여 접착제 용액을 제작했다. 다음에, 내열성 기재로서 폴리이미드 수

지 필름(동레·듀퐁사제 상품명: 캅톤100 EN, 두께 25㎛, 유리 전이 온도 300℃ 이상, 열팽창 계수 16ppm/℃)을 사용하고,

그 위에 건조 후의 두께가 6㎛이 되도록 상기 접착제 용액을 도포한 후, 100℃에서 5분간 건조시켜 접착제층을 가지는 본

발명의 접착 시트를 얻었다. 그리고, 열경화성 수지(a)/부타디엔함유 수지(b)의 중량비는 1.5이다.

[열경화성 수지(a)]

ㆍ 에폭시 수지(대일본잉크화학공업사제, 상품명: HP-7200) 4O중량부

ㆍ 페놀 수지(일본화약회사제, 상품명: TPM) 20중량부

[부타디엔함유 수지(b)]

ㆍ 아크릴로니트릴―부타디엔-메타크릴산 공중합체 수지(JSR사제, 상품명: PNR-1H, 중량 평균 분자량 330000) 40중량

부

[기타]

ㆍ 경화 촉진제(시코쿠화성사제 2-에틸4-메틸이미다졸) 1중량부

실시예 6

접착제 용액을 하기 조성 및 배합비로 테트라히드로퓨란에 혼합한 접착제 용액으로 변경한 것 이외는 실시예 5와 똑같게

하여 본 발명의 접착 시트를 얻었다. 그리고, 열경화성 수지(a)/부타디엔함유 수지(b)의 중량비는 1.45이다.

[열경화성 수지(a)]

ㆍ 말레이미드 수지(케이아이화성사제, 상품명: BMI-80) 58중량부

[부타디엔함유 수지(b)]

ㆍ 에폭시화 스티렌-부타디엔-스티렌 공중합체 수지(다이셀화학공업사제, 상품명: 에포프렌드 A1020, 중량 평균 분자량

50000) 4O중량부

[기타]

ㆍ 유기 과산화물(일본유지사제 상품명: 퍼부틸P) 2중량부

실시예 7

접착제 용액을 하기 조성 및 배합비로 테트라히드로퓨란에 혼합한 접착제 용액으로 변경한 것 이외는 실시예 5와 똑같게

하여 본 발명의 접착 시트를 얻었다. 그리고, 열경화성 수지(a)/부타디엔함유 수지(b)의 중량비는 1.5이다.

[열경화성 수지(a)]

ㆍ 에폭시 수지(대일본잉크화학공업사제, 상품명: HP-7200) 40중량부

ㆍ 페놀 수지(일본화약회사제, 상품명: TPM) 20중량부

[부타디엔함유 수지(b)]
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ㆍ 에폭시화 폴리부타디엔(다이셀화학공업사제, 상품명: 에포리드 PB3600, 중량 평균 분자량 20000) 40중량부

[기타]

ㆍ 경화 촉진제(시코쿠화성사제 2-에틸4-메틸이미다졸) 1중량부

실시예 8

접착제 용액을 하기 조성 및 배합비로 테트라히드로퓨란에 혼합한 접착제 용액으로 변경한 것 이외는 실시예 5와 똑같게

하여 본 발명의 접착 시트를 얻었다. 그리고, 열경화성 수지(a)/부타디엔함유 수지(b)의 중량비는 1.5이다.

[열경화성 수지(a)]

ㆍ 페놀 수지(쇼와고분자사제, 상품명: CKM-908) 60중량부

[부타디엔함유 수지(b)]

ㆍ 아크릴로니트릴-부타디엔 공중합체 수지(일본제온사제, 상품명: Nipol 1001, 중량 평균 분자량 30000) 40중량부

실시예 9

하기 조성 및 배합비로 테트라히드로퓨란에 혼합하여 접착제 용액을 제작했다. 다음에, 내열성 기재로서 3/4온스의 동박

(미쓰이금속광업사제 상품명: 3EC- VLP, 두께 25㎛)을 사용하고, 그 조화면 위에 건조 후의 두께가 8㎛이 되도록 상기 접

착제 용액을 도포하고, 100℃에 5분간 건조시키고, 접착제층을 가지는 본 발명의 접착 시트를 얻었다. 그리고, 열경화성

수지(a)/부타디엔함유 수지(b)의 중량비는 1.5이다.

[열경화성 수지(a)]

ㆍ 에폭시 수지(대일본잉크화학공업사제, 상품명: HP-7200) 40중량부

ㆍ 페놀 수지(일본화약회사제, 상품명: TPM) 20중량부

[부타디엔함유 수지(b)]

ㆍ 아크릴로니트릴-부타디엔―메타크릴산 공중합체 수지(JSR사제, 상품명: PNR-1H, 중량 평균 분자량 330000) 40중량

부

[기타]

경화 촉진제(시코쿠화성사제 2-에틸4-메틸이미다졸) 1중량부

비교예5

접착제 용액을 하기 조성 및 배합비로 테트라히드로퓨란에 혼합한 접착제 용액으로 변경한 것 이외는 실시예 5와 똑같게

하여 비교용의 접착 시트를 얻었다. 그리고, 열경화성 수지(a)/부타디엔함유 수지(b)의 중량비는 4이다.

[열경화성 수지(a)]

ㆍ 에폭시 수지(대일본잉크화학공업사제, 상품명: HP-7200) 55중량부

ㆍ 페놀 수지(일본화약회사제, 상품명: TPM) 25중량부

[부타디엔함유 수지(b)]
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ㆍ 아크릴로니트릴-부타디엔―메타크릴산 공중합체 수지(JSR사제, 상품명: PNR-1H, 중량 평균 분자량 330000) 20중량

부

[기타]

경화 촉진제(시코쿠화성사제 2에틸4-메틸이미다졸) 1중량부

비교예 6

접착제 용액을 하기 조성 및 배합비로 테트라히드로퓨란에 혼합한 접착제 용액으로 변경한 것 이외는 실시예 5와 똑같게

하여 비교용의 접착 시트를 얻었다. 그리고, 열경화성 수지(a)/부타디엔함유 수지(b)의 중량비는 0.25이다.

[열경화성 수지(a)]

ㆍ 에폭시 수지(대일본잉크화학공업사제, 상품명: HP-7200) 15중량부

ㆍ 페놀 수지(일본화약회사제, 상품명: TPM) 5중량부

[부타디엔함유 수지(b)]

ㆍ 아크릴로니트릴-부타디엔―메타크릴산 공중합체 수지(JSR사제, 상품명: PNR-1H, 중량 평균 분자량 330000) 80중량

부

[기타]

경화 촉진제(시코쿠화성사제 2-에틸4-메틸이미다졸) 1중량부

비교예 7

부가형 실리콘 점착제(신에츠화학공업사제, 상품명: X40-3103, 중량 평균 분자량 20000, 고형분 농도60%)와 백금 촉매

(신에츠화학공업사제, 상품명: PL-50T)를 고형 중량비 100:1로 혼합하여 실리콘계 접착제를 제작했다.

다음에, 내열성 기재로서, 폴리이미드 수지 필름(동레·듀퐁사제 상품명: 캅톤100 EN, 두께 25㎛, 유리 전이 온도 300℃ 이

상, 열팽창 계수 16ppm/℃)을 사용하고, 그 위에 건조 후의 두께가 6㎛이 되도록 상기 접착제를 도포한 후, 100℃에서 5분

간 건조시켜 접착제층을 가지는 비교용의 접착 시트를 얻었다.

비교예 8

에폭시 수지(대일본잉크화학공업사제, 상품명: HP-7200) 14중량부, 페놀 수지(일본화약회사제, 상품명: TPM) 7중량부,

아크릴산 에스테르―글리시질아크릴레이트-아크릴로이트릴 공중합체 수지(제국화학산업사제, 상품명: SGP-3DR, 중량

평균 분자량 1000000) 79중량부 및 경화 촉진제(시코쿠화성사제 2-에틸4-메틸이미다졸) 1중량부를 테트라히드로퓨란

에 혼합하여 접착제 용액을 제작했다. 그리고, 열경화성 수지(a)/열 가소성 수지(b)의 중량비는 0.27이다.

다음에, 내열성 기재로서 폴리이미드 수지 필름(동레·듀퐁사제 상품명: 캅톤100 EN, 두께 25㎛, 유리 전이 온도 300℃ 이

상, 열팽창 계수 16ppm/℃)을 사용하고, 그 위에 건조 후의 두께가 6㎛이 되도록 상기 접착제 용액을 도포한 후, 100℃에

서 5분간 건조시켜 접착제층을 가지는 비교용의 접착 시트를 얻었다.

저장 탄성률의 측정

상기 각 실시예 및 비교예에 있어서 얻어진 접착제 용액을 이형성 필름 상에 도포한 후, 접착 시트를 제작할 때와 같은 건

조 조건에서 건조하고, 또한 다이어태치의 열처리 조건(175℃에 2시간)으로 열처리를 하여 접착제층부착 이형성 필름을

제작했다. 그리고, 건조 후의 두께가 O.1mm가 되도록 접착제의 도포, 건조를 수행했다. 얻어진 샘플을 5mm×30mm로 절
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단했다. 탄성률 측정장치(오리엔테크사제 레오바이브론 DDV- II)를 사용하고, 실시예 1∼4 및 비교예 1∼3에서는 주파수

11Hz, 승온속도 3℃/min, 측정 온도 범위 150∼300℃에서 수행했다. 그리고, 표 1의 값은 상기 온도 범위에서의 저장 탄

성률의 최소치를 나타낸다.

그리고, 비교예 4에 대해서는 상기 장치에서 측정 불가능한기 때문에, 건조 후의 두께가 1mm가 되도록 접착제의 도포, 건

조를 수행했다. 얻어진 샘플을 직경 7mm의 원반 형상으로 절단하며, 탄성률 측정 장치(레오스트레스, haake사제)를 사용

하고, 주파수를 1Hz, 승온속도를 3℃/min, 측정 온도 범위를 150∼300℃, 하중을 10N으로서 접착제층의 저장 탄성률의

측정을 수행했다.

또한, 실시예 5∼9 및 비교예 5∼8에서는 상기 장치를 사용하고 주파수를 11Hz, 승온속도를 3℃/min, 측정 온도 범위를

150∼250℃에서 측정을 수행했다. 마찬가지로, 표 1의 값은 상기 온도 범위에서의 저장 탄성률의 최소치를 나타낸다.

실시예 및 비교예에서 얻어진 측정 결과를 하기 표 1에 나타낸다.

접착 시트의 평가

1. 와이어 본딩 불량

얻어진 접착 시트를, 외측 치수 200×60mm의 QFN용 리드 프레임(Au-Pd- Ni 도금 Cu 리드 프레임, 4×16개(합계 64개)

의 매트릭스 배열, 패키지 사이즈 10×10mm, 84핀)에 라이네이트법에 의해 부착했다. 이어서, 에폭시계 다이어태치제를

사용하고 알루미늄이 증착된 더미 칩(실시예 1∼4 및 비교예 1∼4에서는 가로/세로 3mm씩, 두께 0.4mm, 실시예 5∼9

및 비교예 5∼8에서는 가로/세로 6mm씩, 두께 0.4mm)을 리드 프레임의 반도체 소자 탑재부에 탑재한 후, 와이어 본더

(FB-131, 카이죠사제)를 사용하며, 가열 온도를 210℃, 주파수를 100kHz, 하중을 150gf, 처리 시간을 10msec/핀으로서,

더미 칩과 리드를 금와이어에 의해 전기적으로 접속했다. 얻어진 패키지 64개를 검사하고, 리드 쪽 접속 불량이 발생한 패

키지 수를, 와이어 본딩 불량의 발생 숫자로서 검출하여 그 결과를 표 1에 나타냈다.

2. 몰드 플래시

와이어 본딩 불량의 평가 후의 리드 프레임을 사용하여 몰드 플래시의 평가를 수행했다. 에폭시계 몰드제(비페닐에폭시계,

필러 양 85중량%)를 사용하고, 가열 온도를 180℃, 압력을 10MPa, 처리 시간을 3분간으로서,트랜서퍼 몰드(금형 성형)에

의해 더미 칩을 봉지 수지에 의해 봉지했다. 수지 봉지 후의 패키지 64개를 검사하고, 리드의 외부 접속용 부분(리드의 접

착 시트 쪽의 면)에 봉지 수지가 부착하고 있는 패키지 숫자를, 몰드 플래시의 발생 숫자로서 검출하여 그 결과를 표 1에

나타냈다.

3. 접착 강도

각 실시예 및 비교예에 있어서 얻어진 접착 시트를 1㎝ 폭으로 절단하고, 50mm×100mm×0.25mm t의 동판(미쓰비시메

텍스사제 상품명: MF-202) 및 그것에 금도금한 판자에, 롤라미네이션에 의해 압착시켰다. 다음에, 상기 판자를 150℃로

가열하고, 얻어진 적층체의 접착제층을 판자에 대해 90°방향으로 박리시켰을 때의 박리 강도를 측정했다. 마찬가지로, 이

박리 강도의 측정을 판자의 가열 온도를 150℃에서 200℃까지 5℃씩 상승시켜 갔다. 그리고, 150∼200℃의 각 측정 온도

에서의 박리 강도 중 최소치를 접착 시트의 접착 강도로 하여 그 결과를 표 1에 나타냈다. 이 경우, 실용상 필요하게 되는

동판으로의 접착력은 금도금의 유무를 불문하고 1Og/㎝ 이상이다.

4. 접착제 잔류물

몰드 플래시의 평가와 마찬가지로 더미 칩을 몰드제에 의해 봉지한 후, 접착 시트를 리드 프레임으로부터 박리 속도

500mm/min의 조건으로 박리했다. 접착 시트의 박리 후의 패키지 64개를 검사하고, 리드의 외부 접속용 부분(리드의 접착

시트를 부착한 쪽의 면)에 접착제가 부착하고 있는 패키지 숫자를 접착제 잔류물의 발생수로서 표 1에 나타냈다.

<표 1>

 
저장 탄성률

(MPa)

와이어 본딩

불량(개)
몰 플래시(개)

동판에 대한 접착 강도(g/cm) 접착제 잔류물 발

생

(개)
금도금 없음 금도금 있음
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실시예 1 80 0 0 33 20 0

실시예 2 100 0 0 39 29 0

실시예 3 120 0 0 25 13 0

실시예 4 80 0 0 36 23 0

비교예 1 110 0 3 19 12 53

비교예 2 3 49 0 48 35 0

비교예 3 0.001 60 49 9 6 55

비교예 4 0.01 38 4 30 21 0

실시예 5 8 0 0 20 15 0

실시예 6 50 0 0 16 32 0

실시예 7 10 0 0 25 20 0

실시예 8 80 0 0 33 24 0

실시예 9 8 0 0 20 15 0

비교예 5 15 0 5 8 5 25

비교예 6 1 18 0 42 36 0

비교예 7 0.05 36 0 22 14 5

비교예 8 0.001 25 11 35 21 11

표 1에 표시된 바와 같이, 본 발명의 접착 시트는 와이어 본딩 불량, 몰드 플래시 및 접착제 잔류물이 전혀 발생하지 않았

다. 이에 반해 열경화성 수지성분(a)/열가소성 수지성분(b)이 3을 넘는 접착 시트인 비교예 1 및 5에서는 몰드 플래시가

발생하며 접착제 잔류물의 발생 숫자가 많았다. 또한, 열경화성 수지성분(a)/열가소성 수지성분(b)이 0.4 미만의 접착 시

트인 비교예 2 및 0.3 미만의 접착 시트인 비교예 6에서는 와이어 본딩 불량이 많이 발생했다. 또한, 열경화성 수지성분을

함유하지 않는 비교예 3 및 4의 접착 시트에서는 와이어 본딩 불량 및 몰드 플래시가 발생하고, 특히 비교예 3의 접착 시트

는 접착 강도가 나빠 실용상 문제가 있는 것으로 확인되었다. 또한, 열경화성 수지성분(a)과 열가소성 수지성분(b)을 모두

함유하지 않는 비교예 7의 접착 시트에서는 와이어 본딩 불량 또는 몰드 플래시를 발생하는 것이 확인되었다. 비교예 8의

접착 시트에서는 와이어 본딩 불량, 몰드 플래시 및 접착제 잔류물이 발생하는 것이 확인되었다.

발명의 효과

본 발명의 접착 시트는, QFN 등 반도체 장치의 제조에 사용할 경우에 와이어 본딩 불량, 몰드 플래시의 쌍방을 방지할 수

있으며, 반도체 장치의 불량품화를 방지할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

내열성 기재의 한쪽 면에 접착제층을 적층하고, 리드 프레임에 박리 가능하게 점착되는 반도체 장치 제조용 접착 시트로

서, 상기 접착제층이 열경화성 수지성분(a) 및 열가소성 수지성분(b)을 함유하며, 상기 (a)/(b)의 중량비가 0.3∼3이고, 상

기 내열성 기재의 열팽창계수가 5 ~ 50 ppm/℃이며, 상기 열경화성 수지성분(a)이 말레이미드수지이고, 상기 열가소성

수지성분(b)이 아미드 결합을 가지는 고분자체 또는 부타디엔 함유 수지이고, 상기 접착제층의 경화 후에서의 저장탄성율

이 150 ~ 250℃에 있어서 5 MPa 이상인 것을 특징으로 하는 반도체 장치 제조용 접착 시트.

청구항 2.

제1 항에 있어서,

상기 내열성 기재가 내열성 필름으로서, 당해 내열성 필름의 유리 전이 온도가 150℃ 이상인 것을 특징으로 하는 반도체

장치 제조용 접착 시트.

청구항 3.
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제1 항에 있어서,

상기 내열성 기재가 금속박인 것을 특징으로 하는 반도체 장치 제조용 접착 시트.

청구항 4.

제3 항에 있어서,

상기 금속박이 조화면을 가지는 전해 금속박이고, 또한 조화면 쪽에 접착제층을 마련하여 이루어지는 것을 특징으로 하는

반도체 장치 제조용 접착 시트.

청구항 5.

제1 항에 있어서,

상기 열가소성 수지성분(b)의 중량 평균 분자량이 2,000∼1,000,000임을 특징으로 하는 반도체 장치 제조용 접착 시트.

청구항 6.

제1 항에 있어서,

상기 접착제층 상에 보호 필름을 설치하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 반도체 장치 제조용 접착 시트.

청구항 7.

제1 항 내지 제6 항중의 어느 한 항에 있어서,

150∼200℃에 있어서 상기 접착제층과 상기 리드 프레임의 접착강도가 10g/cm 이상인 것을 특징으로 하는 반도체 장치

제조용 접착 시트.

청구항 8.

제1 항 내지 제6 항중의 어느 한 항에 있어서,

상기 내열성기재와 상기 접착제층과의 접착강도 Sa와, 봉지수지 및 상기 리드 프레임과 상기 접착제층과의 접촉강도 Sb와

의 비 Sa/Sb가 1.5 이상인 것을 특징으로 하는 반도체 장치 제조용 접착 시트.

청구항 9.
삭제

청구항 10.
삭제

청구항 11.
삭제

등록특허 10-0633849
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청구항 12.
삭제

도면

도면1

도면2a

도면2b

도면2c

등록특허 10-0633849
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도면2d

도면2e

도면2f

등록특허 10-0633849
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